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近年、Pr0.7Ca0.3MnO3 などのペロブスカイト型遷

移金属酸化物の薄膜において、その電気抵抗値がパ

ルス電場の印加によりスイッチングを起こす現象が

発見された[1]。この抵抗スイッチングは、電場の極
性に対応した可逆性、変化した抵抗値を長時間保持

する不揮発性を備え、さらには室温、ゼロ磁場下で

起こることから次世代不揮発メモリ（Resistance 
Random Access Memory; RRAM）としての応用が期
待されている。しかし現時点でこのスイッチング効

果のメカニズムはほとんど解明されておらず、メモ

リデバイス作製への実用化の障壁となっている。 
本研究では、このメカニズムの解明を目的とし、

主に La0.85Sr0.15CoO3と K2NiF4型の層状ペロブスカ

イト構造をとる La1.7Sr0.3NiO4 を用いて実験を行っ

た。どちらも Pulsed Laser Deposition装置（上江洲
研）により、SrTiO3(100)基板上に堆積させた。X線
回折の結果から、作製した薄膜試料は c軸配向してい
ることがわかっている。この薄膜試料に電極として

Auと Alを蒸着し、2端子間にパルス電場を印加して
抵抗スイッチングが起こるかを調べたところ、どち

らの物質においても抵抗スイッチングが発現した。 
 2 端子の抵抗には薄膜そのものの抵抗のほかに、
Au 電極および Al 電極との界面の接触抵抗が含まれ
ている。この 3 つの抵抗のうちどの部分が最も変化
しているかを調べるため、第 3の電極（3rd）として
Auを蒸着し、Au-Al、Al-3rd、Au-3rdのそれぞれの
端子間の抵抗を測定した。この結果、Al 電極を含む
2 端子間の抵抗が他の端子間に比べて大きく変化し
ており(Fig. 1)、Al電極界面の接触抵抗の変化が最も
支配的であることがわかった。 

Al は非常に酸化しやすい金属である。電場の印加
により、酸化物薄膜中の酸素が移動することはよく

知られており[2]、Al電極界面での酸素のやり取りが
抵抗スイッチングを引き起こすのではないかと推測

される。そこで、酸化物薄膜中の酸素量が抵抗スイ

ッチングに影響を及ぼすかを調べるため、成膜中に

酸素欠陥が入りやすい La0.85Sr0.15CoO3の大気中ア

ニール前後の電流‐電圧特性を調べた(Fig. 2)。アニ
ール後の試料はヒステリシスが非常に大きくなって

おり、スイッチングを起こしやすくなっている。こ

れにより、抵抗スイッチングにおいて酸素が重要な

役割を果たしていることが示された。 
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Fig. 1  Al電極界面の接触抵抗の変化 
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Fig. 2 アニール前後の電流‐電圧特性の比較 
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